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          Проведены теоретические расчеты оптических свойств эпитаксиальных слоев n-GaN с различным уровнем легирования. Найдены спектры диэлектрической проницаемости, а также спектры показателей поглощения и преломления эпитаксиального слоя n-GaN. Рассмотрены структуры n-GaN/сапфир с разной толщиной эпитаксиального слоя, для которых рассчитаны спектры отражательной и поглощательной способностей.  Экспериментально исследованы равновесные спектры отражения n-GaN. Исследован спектр эмиссии ТГц излучения эпитаксиального слоя n-GaN в латеральном электрическом поле. Проведено сопоставление результатов эксперимента с расчетом. Результаты исследований могут быть использованы для разработки источника ТГц излучения с электрической накачкой.
        

        
          Theoretical calculations of the optical properties of epitaxial n-GaN layers with different doping levels were performed. Permittivity, absorption and refractive index spectra  of the epitaxial n-GaN layer were found. Reflectance and absorbance spectra were simulated for the n-GaN/sapphire structures with different thickness of the epitaxial layer.  The equilibrium reflection spectra were experimentally investigated for n-GaN/sapphire structure. The spectrum of THz radiation emission in epitaxial n-GaN layer in the lateral electric field was experimentally studied. The comparison of the experimental results with the calculations was performed. The research results can be used to develop a source of THz radiation with an electric pumping.
        

    

  

  
    
      Document access rights

    

		
      Network
    		
      User group
    		
      Action
    	
	
              	
        ILC SPbPU Local Network
      		
        All
      		
          [image: Read]
                  [image: Print]
                  [image: Download]
      	
      
	
              	
        Internet
      		
        Authorized users SPbPU
      		
          [image: Read]
                  [image: Print]
                  [image: Download]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Internet
      		
        Anonymous
      		
                      	
      


    

  

  
    Usage statistics

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Access count: 659
                

                Last 30 days: 0
                

                
                  Detailed usage statistics
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex



              	Last Arrivals
	Most Requested Items


            	
              
    © SPbPU, 1996-2023



    Powered by ILS 
    
    «Ruslan-Neo»
    (© OOO «OLS»)


            	
			


      

    
  

  

[image: ]





